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вой области. Положительный эффект прогрева, вероятнее всего, обусловлен увеличением количества 
дефектов – вакансий йода, ответственных за люминесценцию CuI в области 720 нм [12; 13]. 

В дальнейших исследованиях при измерении фотоэлектрических  параметров СЭ формировали 
одно- и двухслойные пленки состава 50Al2O3 – 50CuI, при этом исходный порошок CuI и пленки про-
гревали в аргоне при 280 оС в течение 30 мин. 

В табл. 1 представлены рассчитанные из темновых ВАХ значения параллельного и последовательного 
сопротивлений, а также контактная разность потенциалов для исходных СЭ и СЭ с нанесенными переиз-
лучающими пленками 50Al2O3 – 50CuI. Параллельное и последовательное сопротивления определялись 
из наклона вольт-амперной характеристики на участках от – 0,8 до 0 В и от + 0,6 до + 0,7 В соответствен-
но (знаки «минус» и «плюс» здесь указывают на обратное и прямое напряжения на p – n-переходе). 
Контактная разность потенциалов устанавливалась по пересечению касательной к вольт-амперной ха-
рактеристике, проведенной в области прямых смещений, с осью напряжений (рис. 4). 

Т а б л и ц а  1

Параметры СЭ, рассчитанные из их темновых ВАХ,  
до и после нанесения переизлучающих пленок

Ta b l e  1

SC parameters calculated from their dark I – V characteristics 
 before and after deposition films

Образец
Последовательное  

сопротивление
(Rs), Ом

Параллельное  
сопротивление

(Rp), кОм

Контактная разность  
потенциалов (U0), В

СЭ-1 1,12 0,78 0,54

СЭ-1 с однослойной 
пленкой состава 
50Al2O3 – 50CuI 

1,10 1,82 0,54

СЭ-2 1,04 2,66 0,56

СЭ-2 с двухслойной 
пленкой состава 
50Al2O3 – 50CuI 

1,08 3,18 0,56

П р и м е ч а н и е. СЭ-1, СЭ-2 – исходные СЭ. 

Рис. 4. Характерная темновая ВАХ исследуемого СЭ
и линейная аппроксимация ее участков для определения 

последовательного и параллельного сопротивлений
Fig. 4. Typical dark I – V characteristic of the investigated solar cell 

and linear approximation of its sections to determine series  
and parallel resistances


